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【はじめに】Ⅲ-Ⅴ族半導体を用いた多接合太陽電池は、太陽光スペクトルの有効活用により高

効率が得られるが、複雑な積層構造により高度な成膜技術が要求される。本背景のもと、我々は

簡易な積層構造を有する GaAs多重化構造の多接合太陽電池への適用を検討している[1]。今回、

高精度な構造設計に基づき GaAs_1~3 重構造の試作を行い、評価を行ったので報告する。 

【実験】図 1には、GaAs多重化構造の概念図を示す。本構造では、GaAsセルの多重化により、

変換効率を劣化することなく短絡電流の自在制御が可能で、ボトムセルへの適用を拡大する。前

回報告では、GaAs_2重構造の太陽電池を試作したが、吸収層厚の設計が十分でなく電流不整合を

生じていた。今回、PVcell（STR Japan（株））を用いて構造設計を行い、1~3重構造の試作を行っ

た。吸収層厚は、1重構造_2500nm、2 重構造_100nm/2500nm、3重構造_20nm/225nm/2500nmとし、

MBE法により製膜した。図 2には、各構造の J-V特性を示す。これより、多重化による電流配分

は予測通りで、電流整合が得られていることが確認された。一方、多重化により開放電圧および

曲線因子の劣化が生じ、1~3重構造の効率は 18.2%、15.4%、12.5%と減少傾向であった。今後は、

変換効率の向上のためセル構造およびプロセスを最適化し、高効率化(理論予測~25%)を目指す。

また、Si等の長波系セルをボトムセルとした多接合太陽電池への適用を目指す。 
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【REF】[1] 中元嵩ほか, 第 65回春季応物, 19a-F310-2 (2018).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 GaAs多重化構造のコンセプト図 図 2 試作したGaAs多重化構造の J-V特性 
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